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有機薄膜トランジスタ(OTFT)はフレキシブル，低コストの面でデバイスへの応用が期待されている．

高速動作回路応用において，短チャネルトランジスタでの閾値電圧制御が求められる．これまでに，我々

は熱酸化シリコンやスパッタリング製膜した SiO2に対する酸素プラズマ処理で，トップコンタクト型有

機 TFT で閾値電圧制御が可能であることを報告してきた[1-3]．本研究では，ボトムコンタクト型ペンタ

セン TFTを作製し，酸素プラズマ処理による閾値電圧制御を試みたのでその結果について報告する. 

図 1に作製したボトムコンタクト型ペンタセン TFTの断面図を示す．ゲート及び絶縁膜には熱酸化膜

(90 nm， 36.9 nF/cm2)付シリコン基板を用いた．ドレイン・ソース電極は Au/Au0.95Ni0.05で，フォトリソ

グラフィーとリフトオフプロセスでパターニングを行った．電極付き基板は UVオゾン処理を 15分，続

けて，酸素プラズマ処理を tP = 0180 s の条件で行った後， hexamethyldisilazane (HMDS), 

pentafluorobenzenethiol (PFBT)による表面処理を行った．その後，ペンタセンを 45 nm真空蒸着した．チ

ャネル長は 4 μm，チャネル幅は 1 mmである． 

図 2にペンタセン TFTのトランスファー特性を示す．酸素プラズマ処理時間と共に電流の立ち上がり

がゲート電圧の正方向にシフトしていることが分かる．閾値電圧は，tP = 0, 30, 60, 120, 180 sについてそ

れぞれ2.2, 4.9, 12.6, 26.1, 50.4 Vで，tPに対してほぼ線形に変化した．飽和領域の電界効果移動度は同様

にそれぞれ 0.67， 0.60， 0.50， 0.28， 0.30 cm2/(Vs)で，tP > 60 sでは減衰するものの，tP < 60 sでは変

化は小さかった．閾値電圧および移動度の tPに対する変化の傾向は，トップコンタクト型 TFTとほぼ同

様であった．結果として，ボトムコンタクト型短チャネルペンタセン TFT において，移動度を維持した

まま，数 Vの範囲で閾値電圧制御が可能であることが示された． 
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Fig. 2 Drain current versus gate voltage 

characteristics of pentacene TFTs 

Fig. 1 Schematic of a bottom contact 

pentacene TFT with PFBT-modified Au/AuNi 

electrodes 
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